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Der Ge-Kristall ist sehr bruchempfindlich:

[0 Leiterplatte sorgféltig behandeln und keinen
mechanischen Belastungen aussetzen.

Die Probenleiterplatte kann wéhrend des Betriebs
sehr heil3 werden (170°C). Verbrennungsgefahr!

[0 Vor dem Ausbau der Leiterplatte eine
angemessene Abklhlzeit abwarten.

Wegen seines hohen spezifischen Widerstandes
wird der Ge-Kristall bereits durch Anlegen eines
Probenstroms erwarmt.

0 Maximalen Probenstrom | = +4 mA nicht Gber-
schreiten.

O Steller fir
drehen.

Probenstrom auf Mittelposition

Die Leiterplatte dient in Verbindung mit dem Hall-
Effekt-Basisgerat (1009934) zur Messung der
Leitfahigkeit von undotiertem Germanium in
Abhangigkeit von der Temperatur.

1 Vielfachstecker

2 Abstandshalter

3 Heizmaander

4 Ge-Kristall, undotiert

5 PT100-Temperaturfihler

Die Leiterplatte ist mit einem Vielfachstecker
bestiickt mit Kontakten fur den Probenstrom, die
Widerstandsheizung und den Temperaturfuhler
unter dem Kiristall.

1 Leiterplatte mit Ge- Kristall
1 Prifprotokoll
1 Bedienungsanleitung

Maximaler Probenstrom: +4 mA
Kristallabmessungen: ca. 20 x 10 x 1 mm?®
Abmessungen: ca. 70 x 70 x 10 mm®
Masse: ca.30g




5. Anschlussbelegung
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Fig. 1 A Heizméaander, B Probenstrom durch Ge-
Kristall, C PT100-Temperaturfuhler

6. Bedienung

Der Einbau der Leiterplatte in das Hall-
Effekt-Basisgerat sowie die Beschaltung des
Experimentieraufbaus ist in der
Bedienungsanleitung zum Hall-Effekt-Basisgerét
beschrieben.

7. Pflege und Wartung

[J Zum Reinigen einen weichen Pinsel benutzen,
Kristall nach Mdglichkeit nicht mit den Fingern
beruhren.

[0 Nach Benutzung und
Originalkarton aufbewahren.

Abkihlung im

8. Entsorgung

[0 Zur Verschrottung die Leiterplatte nicht in den
normalen Hausmull geben. Es sind die lokalen
Vorschriften zur Entsorgung von Elektroschrott
einzuhalten.

Die Verpackung besteht aus umwelt-freundlichen
und recyclingféahigen Materialen.

[J Bei den ortlichen Recyclingstellen entsorgen.
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Messung der Leitfahigkeit in Abhéngigkeit von
der Temperatur
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Fig. 2 Probenspannung U in Abhangigkeit von der
Temperatur T (Spannungsabfall am Ge-Kristall bei 2
und 3 mA Probenstrom)

Bandabstand des Ge

Fig. 3 Leitfahigkeit o in Abhangigkeit von der
absoluten Temperatur T

Technische Anderungen vorbehalten
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